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※概要（Summary）： 

本研究では，サファイア基板を用いた低圧力(0.1~1 

Pa)検知の耐食性・耐熱性圧力センサの開発を行って

いる．センサは空孔基板と感圧部であるダイアフラム

基板を接合したモノリシック構造であり，圧力検出に

は干渉分光法を用いる． 

 
※実験（Experimental）：  

空孔基板を製作するため，初めにブレードダイサー

(DISCO社 DAD-340)で 3インチのサファイアウエハ

を 2 cm 角の小片に切り出し，厚膜フォトレジスト

PMER P-CA1000PM(東京応化工業)を用いて，フォト

リソグラフィを行う．レジスト膜厚は 25 m である．

次にそのレジストをマスクとして，汎用 RIE 装置

(ANELVA 社 DEA-507L)でエッチングを行う．使用

ガスは BCl380 %と Cl2 20%の混合ガス，エッチング

時間は 240 min，全圧は 0.6 Pa，出力 500 W である． 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 エッチング後の AFM 観察により，エッチング深さ

は 1.3 m であった．Fig. 1 に現像後およびエッチン

グ後の基板図を示す．この結果より，サファイアのエ

ッチング速度は 5.6 nm/min と算出した． 

 
Fig. 1 Sensor chip(a)before etching,(b)after etching. 

エッチング後の基板とガラス基板を重ね白色光の

透過光スペクトルを分光器で測定した結果，Fig. 2(a)

に示すように干渉縞が発生した．また Fig. 2(b)に示す

ように透過光スペクトルには圧力負荷時と無負荷時で

スペクトル形状に差異が生じることを確認した．このこ

とから，圧力検出の基礎が築けたと言える． 
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Fig. 2(a)Interference fringes,(b)Transmitted 

spectrum. 

 
※その他・特記事項（Others）： 

空孔深さ 1.3 m の場合でも干渉分光法による圧力検

出は可能であることを確認した．今後は低圧力検知を想

定して設計した目標空孔深さ 2 m を達成する必要があ

る．そのためにはエッチング方法の見直しが必要である． 
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